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(57)【要約】
【課題】液晶パネルにポリシリコン薄膜トランジスタを
用いて小さい面積にゲートオン、ゲートオフ電圧発生回
路を集積して高効率及び高収率の液晶表示装置を提供す
る。
【解決手段】ｎ型薄膜トランジスタとｐ型薄膜トランジ
スタを組み合わせて電源部から供給される第１基準電圧
とタイミングコントローラから供給される第１制御信号
を通じて昇圧されたゲートオン電圧を発生するゲートオ
ン電圧発生回路と、電源部から供給される第２基準電圧
をタイミングコントローラから供給される第１制御信号
を通じて降圧されたゲートオフ電圧を発生するゲートオ
フ電圧発生回路をそれぞれ具備し、これらが液晶パネル
上に集積された液晶表示装置を提供する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１制御信号及び第１基準電圧を充電し、前記第１制御信号に従って第１チャージング
電圧を第１出力端に供給する第１キャパシタと、
　第２制御信号及び前記第１基準電圧を充電し、前記第２制御信号に従って第２チャージ
ング電圧を出力する第２キャパシタと、
　前記第１キャパシタと前記第１出力端との間に形成され、前記第１チャージング電圧を
選択的に前記第１出力端に出力させる第１スイッチング素子と、
　前記第１スイッチング素子と排他的にターンオン及びターンオフされ、前記第２チャー
ジング電圧によってターンオンされ、第１キャパシタに前記第１基準電圧を供給する第２
スイッチング素子と、
　前記第１チャージング電圧によってターンオンされ、前記第１基準電圧を前記第２キャ
パシタに供給すると同時に、前記第１基準電圧を前記第１及び第２スイッチング素子に供
給して前記第１スイッチング素子をターンオンさせ、これと同時に前記第２スイッチング
素子をターンオフさせる第３スイッチング素子とを有することを特徴とするゲートオン電
圧発生回路。
【請求項２】
　前記第１スイッチング素子は、ｐ型トランジスタで形成されることを特徴とする請求項
１に記載のゲートオン電圧発生回路。
【請求項３】
　前記第２及び第３スイッチング素子は、ｎ型トランジスタで形成されることを特徴とす
る請求項１に記載のゲートオン電圧発生回路。
【請求項４】
　前記第２スイッチング素子は、前記第１チャージング電圧が出力される間、前記第１基
準電圧がゲートに入力されて常にターンオフされ、前記第１チャージング電圧が前記第２
スイッチング素子に逆供給されることを防止することを特徴とする請求項１に記載のゲー
トオン電圧発生回路。
【請求項５】
　前記第１チャージング電圧は、前記第１基準電圧が昇圧され出力されることを特徴とす
る請求項１に記載のゲートオン電圧発生回路。
【請求項６】
　第１制御信号及び第２基準電圧を充電し、前記第１制御信号に従って第３チャージング
電圧を第２出力端に供給する第３キャパシタと、
　第２制御信号及び前記第２基準電圧を充電し、第２制御信号に従って第４チャージング
電圧を出力する第４キャパシタと、
　前記第３キャパシタと前記第２出力端との間に形成され、前記第３チャージング電圧を
選択的に前記第２出力端に出力させる第４スイッチング素子と、
　前記第４スイッチング素子と排他的にターンオン及びターンオフされ、前記第４チャー
ジング電圧によってターンオンされ、前記第３キャパシタに前記第２基準電圧を供給する
第５スイッチング素子と、
　前記第３チャージング電圧によってターンオンされ、前記第２基準電圧を前記第４キャ
パシタに供給すると同時に、前記第２基準電圧を前記第４及び第５スイッチング素子に供
給して前記第４スイッチング素子をターンオンさせ、これと同時に前記第５スイッチング
素子をターンオフさせる第６スイッチング素子とを有することを特徴とするゲートオフ電
圧発生回路。
【請求項７】
　前記第４スイッチング素子は、ｎ型トランジスタで形成されることを特徴とする請求項
６に記載のゲートオフ電圧発生回路。
【請求項８】
　前記第５及び第６スイッチング素子は、ｐ型トランジスタで形成されることを特徴とす
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る請求項６に記載のゲートオフ電圧発生回路。
【請求項９】
　前記第５スイッチング素子は、前記第３チャージング電圧が出力される間、前記第２基
準電圧がゲートに入力されて常にターンオフされ、前記第３チャージング電圧が前記第５
スイッチング素子に逆供給されることを防止することを特徴とする請求項６に記載のゲー
トオフ電圧発生回路。
【請求項１０】
　前記第３チャージング電圧は、前記第２基準電圧以下に降圧されて出力されることを特
徴とする請求項６に記載のゲートオフ電圧発生回路。
【請求項１１】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載のゲートオン電圧発生回路を有し、
　画像を表示する液晶パネルと、
　前記液晶パネルのゲートラインを駆動させ前記液晶パネルに集積して形成されるゲート
駆動回路と、
　前記液晶パネルのデータラインを駆動させるデータ駆動回路と、
　前記ゲート駆動回路及びデータ駆動回路に制御信号を供給し、前記データ駆動回路に画
像信号を供給するタイミングコントローラと、
　前記データ駆動回路、前記タイミングコントローラ、及び前記ゲートオン電圧発生回路
に第１及び第２基準電圧を供給する電源部とをさらに有し、
　前記ゲートオン電圧発生回路は、前記液晶パネルに集積して形成されることを特徴とす
る液晶表示装置。
【請求項１２】
　請求項６乃至１０のいずれか一項に記載のゲートオフ電圧発生回路を有し、
　画像を表示する液晶パネルと、
　前記液晶パネルのゲートラインを駆動させ前記液晶パネルに集積して形成されるゲート
駆動回路と、
　前記液晶パネルのデータラインを駆動させるデータ駆動回路と、
　前記ゲート駆動回路及びデータ駆動回路に制御信号を供給し、前記データ駆動回路に画
像信号を供給するタイミングコントローラと、
　前記データ駆動回路、前記タイミングコントローラ、及び前記ゲートオフ電圧発生回路
に第１及び第２基準電圧を供給する電源部とをさらに有し、
　前記ゲートオフ電圧発生回路は、前記液晶パネルに集積して形成されることを特徴とす
る液晶表示装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載のゲートオン電圧発生回路及び請求項６乃至１０
のいずれか一項に記載のゲートオフ電圧発生回路を有し、
　画像を表示する液晶パネルと、
　前記液晶パネルのゲートラインを駆動させ前記液晶パネルに集積して形成されるゲート
駆動回路と、
　前記液晶パネルのデータラインを駆動させるデータ駆動回路と、
　前記ゲート駆動回路及びデータ駆動回路に制御信号を供給し、前記データ駆動回路に画
像信号を供給するタイミングコントローラと、
　前記データ駆動回路、前記タイミングコントローラ、前記ゲートオン電圧発生回路及び
前記ゲートオフ電圧発生回路に第１及び第２基準電圧を供給する電源部とをさらに有し、
　前記ゲートオン電圧発生回路及びゲートオフ電圧発生回路は、前記液晶パネルに集積し
て形成されることを特徴とする液晶表示装置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明はゲートオン電圧発生回路及びゲートオフ電圧発生回路並びにそれらを有する液
晶表示装置に関し、特に、液晶パネルに薄膜トランジスタを用いて小さい面積に集積して
形成されたゲートオン電圧発生回路及びゲートオフ電圧発生回路並びにそれを有する液晶
表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、液晶表示装置は画素マトリックスを通じて画像を表示する液晶パネルと、液
晶パネルを駆動させるパネル駆動部を具備する。そして、液晶表示装置は液晶パネルが非
発光素子であるので液晶パネルの後面に光を供給するバックライトユニットを具備する。
　液晶パネルは画像信号によってそれぞれの画素部分の液晶配列状態が可変してバックラ
イトユニットから供給された光の透過率を調節することで画像を表示する。このような液
晶表示装置は移動通信端末機、携帯用コンピュータ、液晶テレビなどのような小型表示装
置から大型表示装置まで幅広く使用されている。
【０００３】
　液晶パネルを駆動させるパネル駆動部は、ゲートラインを駆動させるゲート駆動部とデ
ータラインを駆動させるデータ駆動部を含み、ゲート駆動部及びデータ駆動部に制御信号
を供給しデータ駆動部に画像信号を供給するタイミングコントローラと、ゲート駆動部及
びデータ駆動部に電源を供給する電源部とを含む。
【０００４】
　ゲート駆動部は液晶パネルのゲートラインにゲートオン電圧及びゲートオフ電圧を順次
に供給する。そして、データ駆動部はタイミングコントローラから供給された画像信号を
該当画素にゲート駆動部からゲートオン信号が供給されるとき該当画素に供給して画像を
表示するようにする。
【０００５】
　電源部は、ゲート駆動部に対しゲートオン電圧及びゲートオフ電圧を生成して供給し、
データ駆動部にアナログ電圧を生成して供給する。このような電源部は別途の回路で形成
されて印刷回路基板などの回路基板上に実装される。
【０００６】
　この際、電源部は高電圧の電源を発生しなければならないので電源部に形成される回路
が複雑となり、これを形成するための工程が難しくなり、結果として製造コストが上昇す
るという問題点がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明は上記従来の液晶表示装置における問題点に鑑みてなされたものであっ
て、本発明の目的は、液晶パネルにポリシリコン薄膜トランジスタを用いて小さい面積に
ゲートオン電圧発生回路及びゲートオフ電圧発生回路を集積して高効率及び高収率の液晶
表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するためになされた本発明によるゲートオン電圧発生回路は、第１制御
信号及び第１基準電圧を充電し、前記第１制御信号に従って第１チャージング電圧を第１
出力端に供給する第１キャパシタと、第２制御信号及び前記第１基準電圧を充電し、前記
第２制御信号に従って第２チャージング電圧を出力する第２キャパシタと、前記第１キャ
パシタと前記第１出力端との間に形成され、前記第１チャージング電圧を選択的に前記第
１出力端に出力させる第１スイッチング素子と、前記第１スイッチング素子と排他的にタ
ーンオン及びターンオフされ、前記第２チャージング電圧によってターンオンされ、第１
キャパシタに前記第１基準電圧を供給する第２スイッチング素子と、前記第１チャージン
グ電圧によってターンオンされ、前記第１基準電圧を前記第２キャパシタに供給すると同
時に、前記第１基準電圧を前記第１及び第２スイッチング素子に供給して前記第１スイッ
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チング素子をターンオンさせ、これと同時に前記第２スイッチング素子をターンオフさせ
る第３スイッチング素子とを有することを特徴とする。
【０００９】
　ここで、前記第１スイッチング素子は、ｐ型トランジスタで形成されることが好ましい
。
　前記第２及び第３スイッチング素子は、ｎ型トランジスタで形成されることが好ましい
。
　前記第２スイッチング素子は、前記第１チャージング電圧が出力される間、前記第１基
準電圧がゲートに入力されて常にターンオフされ、前記第１チャージング電圧が前記第２
スイッチング素子に逆供給されることを防止することが好ましい。
　前記第１チャージング電圧は、前記第１基準電圧が昇圧され出力されることが好ましい
。
【００１０】
　上記目的を達成するためになされた本発明によるゲートオフ電圧発生回路は、第１制御
信号及び第２基準電圧を充電し、前記第１制御信号に従って第３チャージング電圧を第２
出力端に供給する第３キャパシタと、第２制御信号及び前記第２基準電圧を充電し、第２
制御信号に従って第４チャージング電圧を出力する第４キャパシタと、前記第３キャパシ
タと前記第２出力端との間に形成され、前記第３チャージング電圧を選択的に前記第２出
力端に出力させる第４スイッチング素子と、前記第４スイッチング素子と排他的にターン
オン及びターンオフされ、前記第４チャージング電圧によってターンオンされ、前記第３
キャパシタに前記第２基準電圧を供給する第５スイッチング素子と、前記第３チャージン
グ電圧によってターンオンされ、前記第２基準電圧を前記第４キャパシタに供給すると同
時に、前記第２基準電圧を前記第４及び第５スイッチング素子に供給して前記第４スイッ
チング素子をターンオンさせ、これと同時に前記第５スイッチング素子をターンオフさせ
る第６スイッチング素子とを有することを特徴とする。
【００１１】
　ここで、前記前記第４スイッチング素子は、ｎ型トランジスタで形成されることが好ま
しい。
　前記第５及び第６スイッチング素子は、ｐ型トランジスタで形成されることが好ましい
。
　前記第５スイッチング素子は、前記第３チャージング電圧が出力される間、前記第２基
準電圧がゲートに入力されて常にターンオフされ、前記第３チャージング電圧が前記第５
スイッチング素子に逆供給されることを防止することが好ましい。
　前記第３チャージング電圧は、前記第２基準電圧以下に降圧されて出力されることが好
ましい。
【００１２】
　上記目的を達成するためになされた本発明による液晶表示装置は、上述のゲートオン電
圧発生回路を有し、画像を表示する液晶パネルと、前記液晶パネルのゲートラインを駆動
させ前記液晶パネルに集積して形成されるゲート駆動回路と、前記液晶パネルのデータラ
インを駆動させるデータ駆動回路と、前記ゲート駆動回路及びデータ駆動回路に制御信号
を供給し、前記データ駆動回路に画像信号を供給するタイミングコントローラと、前記デ
ータ駆動回路、前記タイミングコントローラ、及び前記ゲートオン電圧発生回路に第１及
び第２基準電圧を供給する電源部とをさらに有し、前記ゲートオン電圧発生回路は、前記
液晶パネルに集積して形成されることを特徴とする。
【００１３】
　また、上記目的を達成するためになされた本発明による液晶表示装置は、上述のゲート
オフ電圧発生回路を有し、画像を表示する液晶パネルと、前記液晶パネルのゲートライン
を駆動させ前記液晶パネルに集積して形成されるゲート駆動回路と、前記液晶パネルのデ
ータラインを駆動させるデータ駆動回路と、前記ゲート駆動回路及びデータ駆動回路に制
御信号を供給し、前記データ駆動回路に画像信号を供給するタイミングコントローラと、
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前記データ駆動回路、前記タイミングコントローラ、及び前記ゲートオフ電圧発生回路に
第１及び第２基準電圧を供給する電源部とをさらに有し、前記ゲートオフ電圧発生回路は
、前記液晶パネルに集積して形成されることを特徴とする。
【００１４】
　さらにまた、上記目的を達成するためになされた本発明による液晶表示装置は、上述の
ゲートオン電圧発生回路及びゲートオフ電圧発生回路とを有し、画像を表示する液晶パネ
ルと、前記液晶パネルのゲートラインを駆動させ前記液晶パネルに集積して形成されるゲ
ート駆動回路と、前記液晶パネルのデータラインを駆動させるデータ駆動回路と、前記ゲ
ート駆動回路及びデータ駆動回路に制御信号を供給し、前記データ駆動回路に画像信号を
供給するタイミングコントローラと、前記データ駆動回路、前記タイミングコントローラ
、前記ゲートオン電圧発生回路及び前記ゲートオフ電圧発生回路に第１及び第２基準電圧
を供給する電源部とをさらに有し、前記ゲートオン電圧発生回路及びゲートオフ電圧発生
回路は、前記液晶パネルに集積して形成されることを特徴とする
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係るゲートオン電圧発生回路及びゲートオフ電圧発生回路並びにそれらを有す
る液晶表示装置によれば、ゲートオン電圧及びゲートオフ電圧それぞれを出力するゲート
オン電圧発生回路及びゲートオフ電圧発生回路を最小面積に最小数量のポリシリコン薄膜
トランジスタを用いて薄膜トランジスタ基板上に集積することができるという効果がある
。従って、電源部の負荷を減少させ、従来電源部の製造の際発生される費用を減少させる
ことができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　次に、本発明に係るゲートオン電圧発生回路及びゲートオフ電圧発生回路並びにそれら
を有する液晶表示装置を実施するための最良の形態の具体例を図面を参照しながら説明す
る。
【００１７】
　図１は本発明の実施形態による液晶表示装置を概略的に示すブロック図である。
【００１８】
　図１を参照すると、本発明による液晶表示装置は画像を表示する液晶パネル、液晶パネ
ルのゲートラインＧＬ及びデータラインＤＬを駆動させるゲート駆動回路５０及びデータ
駆動回路６０と、液晶パネルに集積されてゲート駆動回路５０、ゲートオン電圧ＶＯＮ及
びゲートオフ電圧ＶＯＦＦを生成して供給するゲート電圧供給装置３０と、ゲート駆動回
路５０とデータ駆動回路６０それぞれに制御信号を供給し、データ駆動回路６０に画像信
号を供給し、ゲート電圧供給装置３０にクロック信号（第２制御信号）ＣＫ及びクロック
信号が反転された反転クロック信号（第１制御信号）ＣＫＢを供給するタイミングコント
ローラ４０と、データ駆動回路６０及びタイミングコントローラ４０を駆動させる駆動信
号を生成して供給し、ゲート電圧供給装置３０に第１及び第２基準電圧ＶＤＤ、ＶＳＳを
供給する電源部７０とを具備する。
【００１９】
　具体的には、液晶パネルは、（例えば、ポリシリコン）薄膜トランジスタアレイが形成
された薄膜トランジスタ基板、薄膜トランジスタ基板と向き合いカラーフィルタアレイが
形成されたカラーフィルタ基板、及び薄膜トランジスタ基板とカラーフィルタ基板との間
に介在する液晶層を具備する。
【００２０】
　カラーフィルタ基板は基板上に光漏れ防止のためのブラックマトリックス、色表現のた
めのカラーフィルタアレイ、及び液晶層に共通電圧を印加するための共通電極を含む。
　液晶層は、データ信号が供給された画素電極と基準電圧である共通電圧が供給された共
通電極との間の電圧差で駆動する。これにより、誘電異方性を有する液晶がその電圧差に
よってツイストして光源から入射された光の透過率を可変させるようになる。
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【００２１】
　薄膜トランジスタ基板は、ゲートラインＧＬ及びデータラインＤＬと、ゲートラインＧ
Ｌ及びデータラインＤＬが交差して定義する画素領域と、それぞれの画素領域にゲートラ
インＧＬとデータラインＤＬに接続された薄膜トランジスタＴＦＴと、薄膜トランジスタ
ＴＦＴに接続された画素電極とを含む。
【００２２】
　ゲート駆動回路５０は、ゲートラインＧＬにゲートオン電圧ＶＯＮ及びゲートオフ電圧
ＶＯＦＦを順次に供給する。このようなゲート駆動回路５０は薄膜トランジスタ基板上に
集積して形成される。即ち、ゲート駆動回路５０はポリシリコン薄膜トランジスタＴＦＴ
を用いて薄膜トランジスタ基板の表示領域に形成された薄膜トランジスタＴＦＴと同一の
工程で複数の薄膜トランジスタが直並列で接続されたシフトレジスタの形態で集積して形
成される。このようなゲート駆動回路５０はタイミングコントローラ４０から供給される
ゲート制御信号ＧＣＳに応答してゲート電圧供給装置３０から供給されるゲートオン電圧
ＶＯＮ及びゲートオフ電圧ＶＯＦＦをゲートラインに順次に供給する。
【００２３】
　データ駆動回路６０は、タイミングコントローラ４０からの制御信号に応答してデジタ
ルデータをアナログデータ信号に変換して液晶パネルのゲートラインＧＬにゲートオン電
圧ＶＯＮが供給されるとき毎にアナログデータ信号をデータラインＤＬに供給する。
　データ駆動回路６０は、シフトレジスタ、ラッチ部、デジタル－アナログ変換部、出力
バッファ部を含む。
【００２４】
　シフトレジスタは、タイミングコントローラ４０からのデータスタートパルスＤ＿ＳＴ
ＶをデータシフトクロックＤ＿ＣＰＶに従って順次にシフトさせサンプリング制御信号を
発生する。ラッチ部はサンプリング制御信号に応答してタイミングコントローラ４０から
入力されるデータを順次にラッチして、一つの水平ライン分のデータがラッチされた時、
ラッチされたデータをデジタル－アナログ変換部に同時に出力する。
　デジタル－アナログ変換部は、複数のガンマ電圧のうちラッチ部からのデータに対応す
るガンマ電圧を選択して、選択されたガンマ電圧をアナログデータ信号として出力バッフ
ァ部に出力する。出力バッファ部は、デジタル－アナログ変換部からのアナログデータ信
号を緩衝（ｂｕｆｆｅｒ）してデータラインＤＬに供給する。このようなデータ駆動回路
６０は別途のチップから形成されフィルムに実装された形態で薄膜トランジスタに接続さ
れるか、薄膜トランジスタ基板上に直接実装されたりもする。
【００２５】
　タイミングコントローラ４０は、外部から入力されたＲ、Ｇ、Ｂの画素データ信号を配
列、準備してデータ駆動回路６０に供給する。そして、タイミングコントローラ４０は、
外部から画像データ信号と共に入力された複数の同期信号、例えば、ドットクロックＤＣ
ＬＫ、データイネーブル信号ＤＥ、垂直同期信号ＶＳＹＣ、水平同期信号ＨＳＹＣなどを
用いてゲート駆動回路５０とデータ駆動回路６０の駆動タイミングを制御する複数の制御
信号を生成して供給する。
【００２６】
　例えば、タイミングコントローラ４０は、ゲート駆動回路５０に供給されるゲートスタ
ートパルスＳＴＶ、ゲートシフトクロックＣＰＶ、出力制御信号ＯＥなどを含む制御信号
を生成してゲート駆動回路５０に供給する。また、タイミングコントローラ４０は、デー
タスタートパルスＤ＿ＳＴＶ、データシフトクロックＤ＿ＣＰＶ、極性制御信号ＰＯＬな
どを含むデータ制御信号を生成してデータ駆動回路６０に供給する。また、タイミングコ
ントローラ４０は、ゲートオン電圧ＶＯＮ及びゲートオフ電圧ＶＯＦＦを発生させてゲー
ト駆動回路５０に供給するゲート電圧供給装置３０にクロック信号ＣＫ及びクロック信号
ＣＫが反転された反転クロック信号ＣＫＢを生成して供給する。ここで、クロック信号Ｃ
Ｋ及び反転クロック信号ＣＫＢは電源部７０から供給される第１及び第２基準電圧ＶＤＤ
、ＶＳＳにて交互に出力される。
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【００２７】
　電源部７０は、ゲート電圧供給装置３０に第１及び第２基準電圧ＶＤＤ、ＶＳＳを供給
し、データ駆動回路６０にアナログ電圧ＡＶＤＤを供給する。また、電源部７０は、タイ
ミングコントローラ４０を駆動させる基準電圧を生成して供給する。この際、電源部７０
は５Ｖの直流電圧と０Ｖの直流電圧をそれぞれを生成して、ゲート電圧供給装置３０に第
１及び第２基準電圧ＶＤＤ、ＶＳＳとして供給する。例えば、５Ｖの第１基準電圧を生成
し、０Ｖの第２基準電圧ＶＳＳを生成してタイミングコントローラ４０及びゲート電圧供
給装置３０に供給する。
【００２８】
　ゲート電圧供給装置３０は、入力された第１及び第２基準電圧ＶＤＤ、ＶＳＳを用いて
ゲートラインＧＬに供給されるゲートオン電圧ＶＯＮとゲートオフ電圧ＶＯＦＦをそれぞ
れを発生させるゲートオン電圧発生回路１０とゲートオフ電圧発生回路２０を具備する。
　ゲート電圧供給装置３０は薄膜トランジスタ基板の非表示領域にゲート駆動回路５０と
共に集積して形成される。
【００２９】
　図２は、図１のゲート電圧供給装置のゲートオン電圧発生回路を示す回路図であり、図
３は、図２に示すゲートオン電圧発生回路のノード－Ａ及びノード－Ｂでの出力波形を示
した波形図である。
【００３０】
　図２及び図３を参照すると、反転クロック信号（第１制御信号）ＣＫＢ及び第１基準電
圧ＶＤＤを充電して反転クロック信号ＣＫＢに従って第１チャージング電圧を第１出力端
ＶＯＵＴ１に供給する第１キャパシタＣ１と、クロック信号（第２制御信号）ＣＫ及び第
１基準電圧ＶＤＤを充電してクロック信号ＣＫに従って第２チャージング電圧を出力する
第２キャパシタＣ２と、第１キャパシタＣ１と第１出力端ＶＯＵＴ１との間に形成され第
１基準電圧ＶＤＤ及び第２チャージング電圧に従って第１チャージング電圧を選択的に第
１出力端ＶＯＵＴ１に出力させる第１スイッチング素子ＴＲ１と、第１スイッチング素子
ＴＲ１と排他的にターンオン及びターンオフされ第２チャージング電圧によってターンオ
ンされ第１キャパシタＣ１に第１基準電圧ＶＤＤを供給する第２スイッチング素子ＴＲ２
と、第２チャージング電圧によってターンオンされ第１基準電圧ＶＤＤを第２キャパシタ
Ｃ２に供給すると同時に、第１基準電圧ＶＤＤを第１及び第２スイッチング素子ＴＲ１、
ＴＲ２に供給し第１スイッチング素子ＴＲ１をターンオンさせこれと同時に第２スイッチ
ング素子ＴＲ２をターンオフさせる第３スイッチング素子ＴＲ３を具備する。ここで、第
１～第３スイッチング素子ＴＲ１～３は薄膜トランジスタで形成される。
【００３１】
　具体的に、第１キャパシタＣ１は、タイミングコントローラ４０から供給された反転ク
ロック信号（第１制御信号）ＣＫＢ及び電源部７０から供給された第１基準電圧ＶＤＤを
充電し、充電された反転クロック信号ＣＫＢのハイレベル電圧と第１基準電圧ＶＤＤとが
合算された電圧、即ち、第１チャージング電圧を放電させ第１トランジスタＴＲ１のソー
ス端子（入力端子）に供給する。第１チャージング電圧は、第１基準電圧ＶＤＤと反転ク
ロック信号ＣＫＢのハイレベル電圧が加えられ第１基準電圧の２倍の値（２ＶＤＤ）を有
する。このような第１キャパシタの一端はタイミングコントローラ４０の一端と接続され
、他端は第１トランジスタＴＲ１のソース端子と、第３トランジスタＴＲ３のゲート端子
（制御端子）及び第２トランジスタＴＲ２のドレイン端子（出力端子）と共通で接続され
る。
【００３２】
　第２キャパシタＣ２は、タイミングコントローラ４０から供給されたクロック信号（第
２制御信号）ＣＫ及び電源部７０から供給された第１基準電圧ＶＤＤによって充電されク
ロック信号ＣＫのハイレベル電圧と第１基準電圧ＶＤＤが合算された電圧、即ち、第２チ
ャージング電圧を供給する。第２チャージング電圧は第１チャージング電圧と同様に第１
基準電圧の２倍の値（２ＶＤＤ）を有する。このような第２キャパシタの一端はタイミン
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グコントローラの一端と接続され、他端は第１トランジスタＴＲ１のゲート端子と、第２
トランジスタＴＲ２のゲート端子、及び第３トランジスタＴＲ３のドレイン端子と共通で
接続される。
【００３３】
　第１トランジスタＴＲ１は、第１キャパシタＣ１から出力される第１チャージング電圧
、即ち、ゲートオン電圧ＶＯＮの出力タイミングを制御する。このために、第１トランジ
スタＴＲ１は第２トランジスタＴＲ２と共通で接続されたゲート端子を具備し、ソース端
子は第１キャパシタＣ１と接続されドレイン端子は第１出力端ＶＯＵＴ１と接続される。
ここで、第１トランジスタＴＲ１はｐ型不純物がドーピングされたｐ型薄膜トランジスタ
で形成される。
【００３４】
　第２トランジスタＴＲ２は、第２キャパシタＣ２から供給される第２チャージング電圧
によってターンオンされ第１基準電圧ＶＤＤを第１キャパシタＣ１に供給する。そして、
第２トランジスタＴＲ２は第３トランジスタＴＲ３がターンオンされて供給される第１基
準電圧ＶＤＤによってターンオフされ、第１トランジスタＴＲ１で第１チャージング電圧
を第１出力端ＶＯＵＴ１に供給するとき、第１チャージング電圧が第１基準電圧ＶＤＤを
供給する電源部７０へ逆供給されることを防止する。
　そのために、第２トランジスタＴＲ２のゲート端子は第２キャパシタＣ２の一側及び第
３トランジスタＴＲ３のドレイン端子と接続される。そして、第２トランジスタＴＲ２の
ソース端子は第１基準電圧ＶＤＤを供給する電源部７０と接続され、ドレイン端子は第１
キャパシタＣ１の一側に接続される。このような第２トランジスタＴＲ２はｎ型不純物が
ドーピングされたｎ型薄膜トランジスタで形成される。
【００３５】
　第３トランジスタＴＲ３は、第１チャージング電圧に応答してターンオンされ、第３ト
ランジスタＴＲ３がターンオンされると第１基準電圧ＶＤＤを第１及び第２トランジスタ
ＴＲ１、ＴＲ２に同時に供給する。従って、第１トランジスタＴＲ１はターンオンされ第
１チャージング電圧を第１出力端ＶＯＵＴ１に供給し、第２トランジスタＴＲ２をターン
オフさせる。このために、第３トランジスタＴＲ３のゲート端子は第１キャパシタＣ１の
一側と接続される。そして、第３トランジスタＴＲ３のソース端子は第１基準電圧ＶＤＤ
を供給する電源部７０と接続され、ドレイン端子は第１及び第２トランジスタＴＲ１、Ｔ
Ｒ２のゲート端子と共通で接続される。
【００３６】
　ここで、第１チャージング電圧（２ＶＤＤ）を通じて第３トランジスタＴＲ３をターン
オンさせるために第３トランジスタＴＲ３は第２トランジスタＴＲ２と同様のｎ型薄膜ト
ランジスタで形成される。第３トランジスタＴＲ３を通じて供給される第１基準電圧ＶＤ
Ｄを用いて第２トランジスタＴＲ２のターンオン電圧、即ち、第２トランジスタＴＲ２の
オフセット値を第１基準電圧ＶＤＤに一定に保持することができる。従って、第３トラン
ジスタＴＲ３から供給される第１基準電圧ＶＤＤを通じて第２トランジスタＴＲ２のオフ
セットが一定に保持され第１チャージング電圧が第１出力端ＶＯＵＴ１に供給されるとき
第２トランジスタＴＲ２が不必要にターンオンされ第１チャージング電圧が逆供給される
ことを防止する。
【００３７】
　このような構成要素を有するゲートオン電圧発生回路１０の動作を図３を参照して説明
する。
　Ｔ１の時間の間、ノード－Ａに第１キャパシタＣ１で充電された第１チャージング電圧
が供給されるとノード－Ａと接続された第３トランジスタＴＲ３をターンオンされる。第
３トランジスタＴＲ３がターンオンされ第３トランジスタＴＲ３のソース端子に接続され
た第１基準電圧ＶＤＤが第１及び第２トランジスタＴＲ１、ＴＲ２のゲート端子に供給さ
れる。ここで、第１トランジスタＴＲ１は、第１基準電圧ＶＤＤが供給されターンオンさ
れ、これと同時に第２トランジスタＴＲ２をターンオフさせる。これにより、ノード－Ａ
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に供給された第１チャージング電圧は第１トランジスタＴＲ１を通じて第１出力端ＶＯＵ
Ｔ１に供給される。この際、第２キャパシタＣ２は第１基準電圧ＶＤＤによって充電され
る。
【００３８】
　一方、Ｔ２の時間の間、ノード－Ｂに第２チャージング電圧が供給されると、第２トラ
ンジスタＴＲ２がターンオンされ、これと同時に第１トランジスタＴＲ１はターンオフさ
れる。それにより、第１基準電圧ＶＤＤは第２トランジスタＴＲ２を通じて第１キャパシ
タＣ１に供給され充電される。この際、第１及び第３トランジスタＴＲ１、ＴＲ３はター
ンオフされる。
【００３９】
　図５は、本発明の実施形態によるゲート電圧供給装置に形成されたゲートオン電圧発生
回路に形成された薄膜トランジスタのテスト出力電流値によるそれぞれの出力電圧シミュ
レーションした値を示したグラフである。
【００４０】
　図２に示した第１～第３薄膜トランジスタＴＲ１～３は同時に集積されるのでｎ型及び
ｐ型薄膜トランジスタそれぞれのスイッチングタイムとそれらによる出力電圧をそれぞれ
測定しなければならない。即ち、ｎ型薄膜トランジスタとｐ型薄膜トランジスタのターン
オン／ターンオフタイムによる出力電圧を測定してそれぞれのトランジスタの出力特性を
テストする。
【００４１】
　図４に示すように、本発明の実施形態によるゲートオン電圧発生回路はそれぞれのｎ型
及びｐ型トランジスタの動作速度に従って出力端で出力される電流を測定する。
　即ち、ｎ型薄膜トランジスタのターンオン電流ＩＯＮ（ｎ）とｐ型薄膜トランジスタの
ターンオン電流ＩＯＮ（ｐ）の両方が大きい場合の出力電流をＦＦとし、ｎ型薄膜トラン
ジスタのターンオン電流ＩＯＮ（ｎ）は大きく、ｐ型薄膜トランジスタのターンオン電流
ＩＯＮ（ｐ）は小さい場合の出力電流をＦＳとし、ｎ型薄膜トランジスタのターンオン電
流ＩＯＮ（ｎ）は小さく、ｐ型薄膜トランジスタのターンオン電流ＩＯＮ（ｐ）は大きい
場合の出力電流をＳＦとし、ｎ型及びｐ型薄膜トランジスタのターンオン電流ＩＯＮ（ｎ
）、ＩＯＮ（ｐ）が両方中間である場合の出力電流ＴＴとし、ｎ型及びｐ型薄膜トランジ
スタのターンオン電流ＩＯＮ（ｎ）、ＩＯＮ（ｐ）が両方小さい場合の出力電流をＳＳと
し、それぞれのターンオン電流による出力電圧は図５に示すグラフのように出力される。
【００４２】
　例えば、第１基準電圧ＶＤＤが５．３Ｖで供給され、この時の周波数は１２ｋＨｚのと
き、コーナーテスト（ｃｏｒｎｅｒ　ｔｅｓｔ）に従って、出力電圧は、ＦＳのとき最低
電圧レベルである９．４３Ｖであり、ＳＦのとき最高電圧レベルである９．５１Ｖが出力
される。
　従って、電圧レベルの偏差は約０．０８Ｖである。図５に示すように、本発明の実施形
態によるゲートオン電圧発生回路の出力特性は、電圧レベルの偏差が０．０８Ｖであるの
で非常に安定的である。従って、ｎ型及びｐ型薄膜トランジスタを同時に集積して安定的
な出力電圧を供給することができる。
【００４３】
　図６は、図１のゲート電圧供給装置のゲートオフ電圧発生回路を示した回路図であり、
図７は図６に示すゲートオフ電圧発生回路のノード－Ｃ及びノード－Ｄでの出力波形を示
した波形図である。
【００４４】
　図６及び図７を参照すると、本発明の実施形態によるゲートオフ電圧発生回路２０は反
転クロック信号（第１制御信号）ＣＫＢ及び第２基準電圧ＶＳＳを充電した第３チャージ
ング電圧を第２出力端ＶＯＵＴ２に供給する第３キャパシタＣ３と、クロック信号（第２
制御信号）ＣＫ及び第２基準電圧ＶＳＳを充電した第４チャージング電圧を出力する第４
キャパシタＣ４と、第３キャパシタＣ３と第２出力端ＶＯＵＴ２との間に形成され第３チ
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ャージング電圧を選択的に第２出力端ＶＯＵＴ２に出力させる第４スイッチング素子ＴＲ
４と、第４スイッチング素子ＴＲ４と排他的にターンオン及びターンオフされ第４チャー
ジング電圧によってターンオンされ第３キャパシタＣ３に第２基準電圧ＶＳＳを供給する
第５スイッチング素子ＴＲ５と、第４チャージング電圧によってターンオンされ第２基準
電圧ＶＳＳを第４キャパシタＣ４に供給すると同時に、第２基準電圧ＶＳＳを第４及び第
５スイッチング素子ＴＲ４、ＴＲ５に供給して第４スイッチング素子ＴＲ４をターンオン
させ、これと同時に第５スイッチング素子ＴＲ５をターンオフさせる第６スイッチング素
子ＴＲ６を具備する。
【００４５】
　ここで、第４～第６スイッチング素子ＴＲ４～６は、ポリシリコン薄膜トランジスタで
液晶パネルの薄膜トランジスタ基板上に集積して形成される。
【００４６】
　具体的には、第３キャパシタＣ３は、タイミングコントローラ４０から供給された反転
クロック信号（第１制御信号）ＣＫＢ及び電源部７０から供給された第２基準電圧ＶＳＳ
を充電し、充電された反転クロック信号ＣＫＢのハイレベル電圧ＶＤＤの逆電位電圧（－
ＶＤＤ）、即ち、第３チャージング電圧を放電させ第４トランジスタＴＲ４のソース端子
に供給する。
　このような第３キャパシタＣ３の一端はタイミングコントローラ４０の一端と接続され
他端は第４トランジスタＴＲ４のソース端子と、第５トランジスタＴＲ５のドレイン端子
、及び第６トランジスタＴＲ６のゲート端子と共通で接続される。
【００４７】
　第４キャパシタＣ４は、タイミングコントローラ４０から供給されたクロック信号（第
２制御信号）ＣＫ及び電源部７０から供給された第２基準電圧ＶＳＳによって充電されク
ロック信号のハイレベル電圧の逆電位電圧（－ＶＤＤ）、即ち、第４チャージング電圧を
供給する。このような第４キャパシタＣ４の一端はタイミングコントローラ４０の一端と
接続され、他端は第４及び第５トランジスタＴＲ４、ＴＲ５のゲート端子と第６トランジ
スタＴＲ６のドレイン端子と共通で接続される。
【００４８】
　第４トランジスタＴＲ４は、第３キャパシタＣ３から出力される第３チャージング電圧
、即ち、ゲートオフ電圧ＶＯＦＦの出力タイミングを制御する。これのために、第４トラ
ンジスタＴＲ４は第５トランジスタＴＲ５と共通で接続されたゲート端子を具備し、ソー
ス端子は第３キャパシタＣ３と接続されドレイン端子は第２出力端ＶＯＵＴ２と接続され
る。ここで、第４トランジスタＴＲ４はｎ型不純物がドーピングされたｎ型薄膜トランジ
スタで形成される。
【００４９】
　第５トランジスタＴＲ５は、第４キャパシタＣ４から供給される第４チャージング電圧
に従ってターンオンされ第２基準電圧ＶＳＳを第３キャパシタＣ３に供給する。そして、
第５トランジスタＴＲ５は第６トランジスタＴＲ６がターンオンされて供給される第２基
準電圧ＶＳＳによってターンオフされて第４トランジスタＴＲ４で第３チャージング電圧
を第２出力端ＶＯＵＴ２に供給するとき、第３チャージング電圧が第２基準電圧ＶＳＳを
供給する電源部７０へ逆供給されることを防止する。
　このために、第５トランジスタＴＲ５のゲート端子は第４キャパシタＣ４の一側及び第
６トランジスタＴＲ６のドレイン端子と接続される。そして、第５トランジスタＴＲ５の
ソース端子は電源部７０と接続され、ドレイン端子は第３キャパシタＣ３の一側に接続さ
れる。このような第５トランジスタＴＲ５はｐ型不純物がドーピングされたｐ型薄膜トラ
ンジスタで形成される。
【００５０】
　第６トランジスタＴＲ６は、第３チャージング電圧に応答してターンオンされ、第６ト
ランジスタＴＲ６がターンオンされると第２基準電圧ＶＳＳを第４及び第５トランジスタ
ＴＲ４、ＴＲ５に同時に供給する。従って、第４トランジスタＴＲ４はターンオンされ第
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３チャージング電圧を第２出力端ＶＯＵＴ２に供給し、第５トランジスタＴＲ５をターン
オフさせる。このために、第６トランジスタＴＲ６のゲート端子は第３キャパシタＣ３の
一側と接続される。そして、第６トランジスタＴＲ６のソース端子は第２基準電圧ＶＳＳ
を供給する電源部７０と接続され、ドレイン端子は第４及び第５トランジスタＴＲ４、Ｔ
Ｒ５のゲート端子と共通で接続される。
【００５１】
　ここで、第３チャージング電圧を通じて第６トランジスタＴＲ６をターンオンさせるた
めに第６トランジスタＴＲ６は第５トランジスタＴＲ５と同様のｐ型薄膜トランジスタで
形成される。また、第６トランジスタＴＲ６は第５トランジスタＴＲ５のターンオン電圧
、即ち、第５トランジスタのオフセット値を第２基準電圧ＶＳＳに一定に保持することが
できる。従って、第６トランジスタＴＲ６で供給される第２基準電圧ＶＳＳを通じて第５
トランジスタＴＲ５のオフセット値が一定に保持され第３チャージング電圧が第２出力端
ＶＯＵＴ２に供給されるとき第５トランジスタＴＲ５が不必要にターンオンされ第３チャ
ージング電圧が逆供給されることを防止する。
【００５２】
　このような構成要素を有するゲートオン電圧発生回路１０の動作を図７を参照して説明
する。
　Ｔ３の時間の間、ノード－Ｃで第２基準電圧ＶＳＳが測定されるとき、第６トランジス
タＴＲ６はターンオフされる。これと同時に、ノード－Ｄでクロック信号（第２制御信号
）ＣＫに起因して充電された第２基準電圧ＶＳＳが出力され第５トランジスタＴＲ５をタ
ーンオンさせる。従って、第４トランジスタＴＲ４はターンオフされ第３キャパシタＣ３
に第２基準電圧ＶＳＳが充電される。次に、Ｔ４の時間の間、第３キャパシタＣ３に反転
クロック信号（第１制御信号）ＣＫＢを通じて反転クロック信号ＣＫＢのハイレベル電圧
ＶＤＤが充電され第６トランジスタＴＲ６をターンオンさせ第４及び第５トランジスタＴ
Ｒ４、ＴＲ５に第２基準電圧ＶＳＳを同時に供給する。従って、第４トランジスタＴＲ４
はターンオンされ反転クロック信号ＣＫＢを通じて充電された電圧の逆電位の値、即ち、
（－ＶＤＤ）を第２出力端ＶＯＵＴ２に供給すると同時に第５トランジスタＴＲ５をター
ンオフさせる。
【００５３】
　上述のように、本実施形態による液晶表示装置は、例えば、第１基準電圧ＶＤＤが５Ｖ
で供給され、第２基準電圧ＶＳＳが０Ｖで供給されると、ゲートオン電圧発生回路１０は
１０Ｖの第１チャージング電圧が供給され第１出力端ＶＯＵＴ１に１０Ｖが出力されゲー
ト駆動回路５０に供給される。そして、ゲートオフ電圧発生回路２０は－５Ｖの第３チャ
ージング電圧が充電され第３チャージング電圧が第２出力端ＶＯＵＴ２に－５Ｖが出力さ
れる。
【００５４】
　また、ゲートオン電圧発生回路とゲートオフ電圧発生回路に形成された第２及び第５ト
ランジスタＴＲ２、ＴＲ５のオフセット電圧をそれぞれ第１基準電圧ＶＤＤ及び第２基準
電圧ＶＳＳに一定に保持させオフセット電圧の上昇による第２及び第５トランジスタＴＲ
２、ＴＲ５の誤動作を防止することで第２及び第５トランジスタＴＲ２、ＴＲ５に逆供給
される電流を遮断して安定したゲートオン電圧及びゲートオフ電圧を出力し、それにより
電力消費を減少させることができる。
【００５５】
　尚、本発明は、上述の実施形態に限られるものではない。本発明の技術的範囲から逸脱
しない範囲内で多様に変更実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の実施形態による液晶表示装置を概略的に示すブロック図である。
【図２】図１に示すゲート電圧供給装置のゲートオン電圧発生回路を示す回路図である。
【図３】図２に示すゲートオン電圧発生回路のノード－Ａ及びノード－Ｂでの電圧波形を
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【図４】図２に示す第１～第３トランジスタに用いるｎ型薄膜トランジスタのターンオン
電流とｐ型薄膜トランジスタのターンオン電流との組み合わせの例を示すグラフである。
【図５】図４の組み合わせを用い、本発明の実施形態によるゲート電圧供給装置に形成さ
れたゲートオン電圧発生回路に形成された薄膜トランジスタのテスト出力電流値によるそ
れぞれの出力電流シミュレーションした値を示したグラフである。
【図６】図１に示すゲート電圧供給装置のゲートオフ電圧発生回路を示した回路図である
。
【図７】図６に示すゲートオフ電圧発生回路のノード－Ｃ及びノード－Ｄでの電圧波形を
示した波形図である。
【符号の説明】
【００５７】
　１０　　　ゲートオン電圧発生回路
　２０　　　ゲートオフ電圧発生回路
　３０　　　ゲート電圧供給装置
　４０　　　タイミングコントローラ
　５０　　　ゲート駆動回路
　６０　　　データ駆動回路
　７０　　　電源部
　ＧＬ　　　ゲートライン
　ＤＬ　　　データライン
　ＴＲ１～ＴＲ６　　（第１～第６）薄膜トランジスタ
　Ｃ１～Ｃ４　　　（第１及び第４）キャパシタ
　

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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